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:QUE APRENDERAS EN ESTE CURSO?
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1. Principios de funcionamiento del W T o <l [ F 3
s - :
transistor MOS

2. Modelado del proceso de
fabricacion de un transistor n-
MOS sobre un sustrato de silicio
de tipo p

3. Tecnologias para la micro e
fabricacion del transistor n-MOS: e
oxidacion térmica, implantacion | |
ionica, deposicion fisica en fase
vapor (PVD), fotolitografia
Optica, ataque secos y himedos,

soldadura por ultrasonidos : —
. ¢ \\
4, Encapsulfldo y caracterizacion ( PRECIO DE LA @
del transistor n-MOS MATRICULA 100% &
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@ 05/03/2025 al 14/05/2025 (X) de 17:00h a 20:00h

9 PRESENCIAL. Laboratorios y aulas de la ETSI Telecomunicacion
X comunidad.microelectronica@upm.es
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